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新北市立鶯歌工商 103 學年度第 2 學期 第 1 次段考 資訊科三年級 微電子學 試卷 

一、選擇題 (第 1~32 題，每題 3 分；第 33 題 4 分) 

( )1.有一矽半導體在溫度 下，本質載子濃度

為 ，若摻雜五價的雜質，且雜質濃度

為 ，此時電洞濃度為 p，電子濃度為 n，則

約為 (A)  (B)   

(C)  (D)   

( )2.下列關價電子與自由電子的敘述，何者錯誤？ 

(A)價電子位於原子核最外層軌道 (B)價電子脫離原

來的軌道所留下之空缺，稱為電洞 (C)價電子成為

自由電子會釋放熱能 (D)自由電子位於傳導帶  

( )3.下列有關 PN 接面二極體(PN junction diode) 特性之

敘述，何者正確？ 

(A)在 P 型矽(P-type silicon)區域沒有電子存在 (B)

當矽的摻雜濃度越高時，其接面內建電壓(built-in 

voltage)的值越小 (C)空乏區(depletion region)的寬

度隨著逆向偏壓的絕對值之增加而減少 (D)以接面

處為起點空乏區的寬度，摻入雜濃度較低的一邊會比

較寬  

( )4.如圖為一典型二極體(diode)之電流( )對電壓( )

在三種不同溫度下之特性曲線，試問下列何者正確？ 

 

(A)  (B)   

(C)  (D)   

( )5.下列有關一般二極體特性的敘述，何者有誤？ 

(A)PN 接面的電容值會隨反向偏壓之絕對值的增加

而變大 (B)在反向偏壓區工作時，反向電流約為很

小的定值 (C)在順向偏壓區工作時，電流會隨著順

向電壓的增加而呈指數性的上升 (D)在崩潰區工作

時，些許的反向電壓增加會使反向電流迅速增加  

 

 

 

( )6.如圖所示之電路，稽納(Zener)二極體之 ，

最大額定功率為 400mW，若負載電阻 RL兩端電壓要

維持在 10V，則 RL之範圍為何？

 

(A)200Ω～450Ω (B)350Ω～550Ω  

(C)125Ω～250Ω (D)450Ω～1200Ω  

( )7.家用的交流電源 110V、60Hz，經半波整流，但未濾

波，則此整流後電壓的平均值約為 

(A)55V (B)40V (C)35V (D)50V  

( )8.如圖所示之電路中， 為 60Hz 正弦波信號，其均

方根值(root-mean-square value)為 110V，D 為理想二

極體， ， ，下列敘述何者有誤？ 

 

(A) 為一含漣波(ripple)成份的直流電壓 (B)降低

電容值可減少漣波的大小 (C) 的最大值約為

156V (D)該漣波的振幅約為 2.6V  

( )9.如圖所示之電路，D 為理想二極體，若

，則輸出電壓 為何？ 

 

(A)  (B)   

(C)  (D)   
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( )10.如下圖之電路，二極體為理想二極體，則輸入-輸

出曲線，下列何者正確？ 

 

(A)  (B)   

(C)  (D)   

( )11.電晶體偏壓時，若將集極與射極對調，使得基極對

射極接面為逆向偏壓，而基極對集極接面為順向偏壓，

則下列有關電晶體的敘述，何者正確？ 

(A)耐壓及增益皆提高 (B)耐壓及增益皆降低  

(C)耐壓提高，增益降低 (D)耐壓降低，增益提高  

( )12.對一般雙極性接面電晶體(BJT)而言，要明顯提高

其共射極電流增益(common emitter current gain)，下

述何種措施是正確的？ 

(A)基極重摻雜 (B)基極寬度變薄  

(C)射極輕摻雜 (D)集極重摻雜  

( )13.若量測電路中的 PNP 型雙極性接面電晶體，得知

其射極接地，基極電壓為 0.7V，集極電壓為–3V，請

問電晶體操作在哪個區域？ 

(A)順向主動區 (B)逆向主動區 (C)飽和區 (D)截

止區  

( )14.如圖所示之電路，電晶體導通時 VBE = 0.7V，飽和

時 VCE = 0.2V，欲使電晶體工作於飽和區，則 RL最小

值約為何？ 

 

(A)1.05kΩ (B)8.27kΩ (C)6.34kΩ (D)4.82kΩ  

 

( )15.如圖所示，使用電晶體控制繼電器時，二極體之作

用為何？ 

 

(A)箝位波形 (B)保護電晶體  

(C)整流波形 (D)加速電晶體之工作速度  

( )16.如圖所示之電路，β = 120 假設 L1為原先之直流負

載線(load line)，Q1為原先之直流工作點若只改變 RC

值，欲使得直流負載線由 L1變成 L2，試問 RC值需變

為下列何值？ 

  

(A)1.25kΩ (B)1.00kΩ (C)0.50kΩ (D)0.75kΩ  

( )17.如圖電路中之 PNP 電晶體，導通時的 ，

而飽和時之 ，試求集極電流 的值為何？ 

 

(A)  (B)   

(C)  (D)   

( )18.如圖所示之電路，電晶體 β = 100， ，熱

電壓 ，則 VCE之值約為何？ 
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(A)18V (B)20V (C)16V (D)22V  

( )19.如圖所示之電路，電晶體 ，切入電壓

，則集射極電壓 為何？ 

 

(A)6.8V (B)5.3V (C)7.8V (D)9.1V  

( )20.如圖所示之電路，電路的輸入阻抗 ？ 

 

(A)  (B)   

(C)  (D)   

( )21.如圖電路中，電晶體之 ，其輸入為小訊號

輸入，則電壓增益 約為 

 

(A)0 (B)50 (C)  (D)   

( )22.如圖所示電路，設電晶體之 ，導通之

， ， 可忽略不計，試求其電

流增益 值為何？ 

 

(A)  (B)  (C)  (D)   

( )23.一共射極放大器的輸入端及輸出端均有耦合電容，

經交流分析得出此放大器的電壓增益為 100，若輸入

電壓為 ，且無失真下，下列何者為

輸出電壓？  

(A)   

(B)   

(C)   

(D)   

( )24.在使用信號產生器時，若按下 的振幅衰減按

鍵，則輸出電壓的振幅為未按下此鍵時的幾倍？ 

(A)1/20 (B)1/40 (C)1/100 (D)1/10  

( )25.如圖所示，一個三級串接的放大器，若輸入電壓

為 2μV，請問輸出電壓 ？ 

 

(A)  (B)   

(C)  (D)   



－ 4 － 

( )26.如圖所示為場效電晶體電路，若場效電晶體工作於

飽和區，則電路具有何種功能？ 

 

(A)輸出定電流 (B)開關控制  

(C)電流放大 (D)倍壓  

( )27.如圖所示之電路，已知 JFET 之 IDSS = 4mA，夾止

電壓 VP = －4V，VGS = －2V，若 JFET 工作於飽和

區，則 RS約為何？  

 

(A)15.56 kΩ (B)12.2 kΩ (C)22 kΩ (D)25 kΩ  

( )28.增強型 MOSFET 的結構因素會造成臨界電

壓 VT 值的變化，請問以下何者對其影響最大？ 

(A)半導體層的厚度 (B)二氧化矽的厚度 (C)金屬

導電層厚度 (D)金屬導電層的材質  

( )29.如圖之放大電路，其中 FET 之 ，而雙

極性電晶體的 ，且當其導通時 ，

試求此電路之交流輸出電壓 為： 

 

(A)18.3mV (B)16.2mV (C)14.1mV (D)20.4mV  

( )30.如圖所示之理想運算放大器電路，其電壓增益

Vo/Vi 之值為何？ 

 

(A)1321 (B)1121 (C)821 (D)621  

( )31.如圖所示之理想運算放大器電路，其高頻電壓增益

約為何？ 

 
(A)－10dB (B)－20dB (C)－15dB (D)0dB  

( )32.一個 D/A 轉換器如圖所示，試求此電路目前的輸出

電壓值 為多少？ 

(A)65/8V (B)65/16V (C)55/8V (D)55/16V  

( )33.如圖所示之電路，若 ，則輸出

電壓？ 

 

(A)  (B)   

(C)  (D) 或   
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新北市立鶯歌工商 103 學年度第 2 學期第 1 次段考 資訊科三年級 微電子學 答案 

一、選擇題 (第 1~32 題，每題 3 分；第 33 題 4 分) 

01.(B)、02.(C)、03.(D)、04.(D)、05.(A)、06.(C)、07.(D)、08.(B)、09.(B)、10.(D)、 

11.(B)、12.(B)、13.(D)、14.(A)、15.(B)、16.(D)、17.(B)、18.(B)、19.(C)、20.(B)、 

21.(A)、22.(C)、23.(A)、24.(C)、25.(C)、26.(A)、27.(C)、28.(B)、29.(B)、30.(B)、 

31.(D)、32.(B)、33.(C) 

 

 

解析： 

一、選擇題： 

1.(1)只加五價→N 型 

 → ≒ 個電子/cm
3 

(2)  

  

   個電洞/cm
3 

(3) ≒ 個/cm
3
 

 

2.釋放之前要吸熱 

 

3. ，空乏區之厚度(Width)與本身之摻雜濃

度成反比；即濃度越低，空乏區越厚 

 

6.(1)  

(2)   

  

(3)  

  

  

  

(4)∴ 介於 之內 

 

7.  

 

 

8.(1)  

     

(2)  

 

9.(1)  

(2)二極體向上 帶  

(3) 充電  

(4)  

    

選(D) 

 

10.當 時  ，過點

(0,1)，選(C) 

 

11.肇因於摻雜濃度與製造面積不同之故 

 

12.射極濃度增加與基極寬度減少，都可以增加 β值 

 

14.(1)  

(2)  
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(3)   

  

 

16.(1)  

     

(2)  

     

 

17.(1)  

(2)   

(3)check：  

(4)由於 BJT 在飽和區，

 

 

18.(1) ，“與 β無關”有成立 

 ，可以忽略不計 

(2)  

  

  

(3)   

 

19.(1)求  

(2)  

(3)   

(4) ，選 C 

 

21.飽和狀態之 BJT 已不具任何放大能力(作用)， 倍 

 

22.(1)

  

   

倍 

(2)其中   kΩ 

 

25.(1)  倍 

(2)  倍 

(3)   

 

27.(1)    

(2)   

(3)  

 

29.(1) ，BJT 當作電流源 

(2)  

(3)  

    

    

   倍 
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(4)  

     

 

30.(1)假設 ，先不必考慮 正負飽和之限制 

(2) ，  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)   

(7) 倍 

 

31.(1)  

(2)當頻時，  倍 

(3)  

 

33.(1)  

(2) 有超出 ，但 未超出 ，所以，

一直在 ，選(C) 


